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IZO透明電極を⽤いた半透明型有機薄膜
太陽電池におけるp型バッファ層の効果

• 半透明型有機薄膜太陽電池(ST-OPV)は、上部電極に透明
導電膜を使⽤しており、有機半導体のもつ光透過性や着
⾊の⾃由度の⾼さなどの特⻑を活かすことが可能。

• ST-OPVの利点を活かして、建材⼀体型太陽電池、⾃動
⾞のリアガラス、農作物を栽培しながら発電が可能な
ソーラーシェアリング等への展開に期待できる。

、

研究の⽬的

【素⼦構造】

➀ Glass/ITO/ZnO-NPs/PPDT2FBT:PC61BM/MoO3/IZO

➁ Glass/ITO/ZnO-NPs/PPDT2FBT:PC61BM/WO3-NPs[1]/IZO

【ST-OPV作製⽅法】

♦ MoO3,HATCN･･･真空蒸着法

♦ PPDT2FBT:PC61BM･･･スピンコート法 (N2置換)

《 n型バッファ層 》

♦ ZnO-NPs･･･スピンコート法 (⼤気中)

♦ IZO･･･対向式DCマグネトロンスパッタ法

《 p型バッファ材料の検討 》

《 有機発電層 》

➂ Glass/ITO/ZnO-NPs/PPDT2FBT:PC61BM/HATCN[2]/IZO

♦ WO3-NPs･･･スピンコート法 (⼤気中)

《 p型バッファ層 》
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【IZO成膜⽅法】

[1] T. Stubhan et al., Adv. Energy Mater., 2, 1433 (2012).
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● J-V 測定結果 ● EQE測定結果 ● 透過率測定結果

● J-V 測定結果 ● EQE測定結果 ● 透過率測定結果

➢ p型バッファ材料の検討

➢ MoO3最適膜厚の検討

● MoO3を挿⼊した際のST-OPVでは4.02%の効率が得られた
● 他の材料では、Rsの値が増加しFFの値が減少したことからPCEの値が低下した

● 透過率測定結果より、作製したST-OPV素⼦は波⻑550 nmにおける透過率
は20％程度であった

● MoO3を15 nm成膜した際、4.84%と最も⾼い変換効率が得られた
● EQE測定結果より、波⻑400~650 nmにおいてMoO3を20 nm成膜した素
⼦では、他の膜厚で成膜した素⼦より５-10%程度低下していた。

 IZOを逆構造型OPVの上部電極に使⽤する際、最も有効なp型バッファ材料
はMoO3であった。

 MoO3の最適膜厚は15 nmであり、PCEの値は4.84%で最も⾼い値が得られ
た。

 作製したST-OPVの透過率は、波⻑ 550 nmにおいて20%程度であった。

[2] M.-C. Jung et al., Org. Electron. 52, 17 (2018).

• 現状の素⼦構造で⽤いられているp型バッファ材料の
PEDOT:PSSが強酸性であるため、IZOを劣化させる課題がある。

• 有機半導体の持つ光透過性の特⻑を活かすため、上部電極
を⾮加熱成膜でも導電性が⾼く、有機発電層への低ダメー
ジで成膜が可能なIndium zinc oxide (IZO)を採⽤した。

• 本研究では、p型バッファ材料であるMoO3、WO3-NPs、
HATCNの3種類の材料を選択し、IZOを⽤いたST-OPVの発電特
性に対して有効性を検証した。

<<作製したST-OPV素⼦の外観>>
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